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Uplatnenie vysledkov projektu

Nova vyvinuta metodika vyhodnocovania elektrofyzikalnych parametrov Schottkyho Struktar

a HEMT tranzistorov bola pouzita pri charakterizacii elektrickych vlastnosti polovodi¢ovych
prvkov na baze heteroStruktir na GaN. Analyza a optimalizacia geometrie hradlovej elektrédy
HEMT tranzistorov podporena 2-D TCAD simulaciami viedli k navrhu tranzistorov s vyrazne
mensSim zvodovym prddom cez hradlovu elektrodu.

CHARAKTERISTIKA VYSLEDKOV

Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia cielov projektu v slovenskom jazyku
(max. 20 riadkov)

Praca bola zamerana na tvorbu fyzikalno-matematického modelu charakterizujiceho celkovy
prad cez rozhranie kov — polovodi¢ na Sirokopasmovych polovodi¢och na baze GaN

a pomocou neho identifikovat termoemisnu zloZku pridu, z ktorej sa uréuje vySka Schottkyho
potencialnej bariéry. Nami navrhnuty model zahffia vSetky zlozky podielajice sa na celkovom
prade Schottkyho kontaktom (termoemisny prid, tunelovaci prad, generacno-rekombinacny
prid a zvodovy prad). Spravnost nami navrhnutej metddy bola verifikovana pomocou
nezavislych fotoelektrickych merani. DalSie analyzy |-V charakteristik ukazali vacsie zaverné
prady te€lice cez Schottkyho kontakt hradlovej elektrody HEMT tranzistorov zapri€inené
zvodovym pradom te€lcim medzi kontaktnymi plochami ohmického a Schotkyho kontaktu
umiestneného priamo na GaN vrstve. Novo navrhnuty typ Struktiry HEMT tranzistora s
kontaktnymi plochami umiestnenymi na hornej MESA vrstve vykazuje vyrazné znizenie
zaverného pradu Schottkyho hradlovej elektrédy. Vzhladom na prezentované vysledky
mobzeme konstatovat, Ze stanovené ciele rieSenia projektu boli ispesSne spinené.

Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia cielov projektu v anglickom jazyku
(max. 20 riadkov)

The work was focused on the design of the physical-mathematic model which characterizes
the total current through metal - semiconductor interface based on wide band gap GaN
semiconductors. Using our model pure thermionic current part can be identified and the
Schottky barrier high can be determined. Our designed model covered all current
mechanisms flow through Schottky contacts (thermionic current, tunneling current,
generation-recombination current and leakage current). The results were verified by
independent photoelectric measurements. Further analyses of the I-V curves show higher
reverse currents of the Schottky gate electrode of the HEMT transistors. The current is
created by high leakage current of the expanded contacts through GaN buffer. New designed
HEMT transistors with the expanded contacts located on the top of the MESA layer show
strong decrease of the reverse gate current. Finally we can conclude referring to the
presented results that the specified objectives of the project were successfully executed.
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Svojim podpisom potvrdzujem, Ze Udaje uvedené v zaverecnej karte su pravdivé a aplné
a suhlasim s ich zverejnenim.

Zodpovedny rieSitel Statutarny zastupca prijemcu
prof. Ing. Daniel Donoval DrSc prof. RNDr. Gabriel Juhas, PhD

V Bratislave, 27. 09. 2012 V Bratislave, 28. 09. 2012
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